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Численные расчеты, которые проведены дня коэффициента отражения 
тонкого прозрачного слояКо, вблизи угла полного отражения, показали, 
что R<y, представляет собой осциллирующую функцию угла падения а. 
При этом с ростом а  увеличивается амплитуда осцилляций, а вблизи угла 
полного отражения ОсКсл изменяется от 0 до 1 [1].

В данной работе рассмотрено влияние поглощения материала слоя на 
коэффициенты отражения, пропускания и поглощения (Rc„, &ш) вбли­
зи угла полного отражения Oq. Для этого использовано общее решение за­
дачи отражения и пропускания света тонким слоем вблизи угла полного 
отражения [2].

Рассчитанные зависимости коэффициента отражения, пропускания и 
поглощения слоя T(,,„ g c „ )  от разности угла падения 5 = О о - а  при пока­
зателе поглощения х=5 10"* (Kj,=90 см '), показателях преломления мате­
риала слоя П о = 1 . 3 3  и окружающей среды П і = 1 . 4 6 ,  толщине слоя h/X=2.5 
представлены на следующем графике:

УДК 535.38(076.5); 681.785.5

Из проведенного анализа следует, что для тонких слоев влияние по­
глощения материала на поведения коэффициента отражения (пропуска­
ния) не существенно. Коэффициент отражения слоя вблизи Оо измеряется 
практически от 0 до 1; не изменится и положение интерференционных 
минимумов (максимумов). Отлітчйе заключается в том, что Исл"’‘"#0. Сле­
довательно, поглощение влияет на контрастность формирующейся в  слое 
интерференционной картины особенно это заметно вблизи угла полного 
отражения Оос ростом ЫХ или х-
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